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【手続補正書】
【提出日】平成22年10月18日(2010.10.18)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板処理方法であって：
　処理チャンバ内に配置される膜にドーパントを注入するステップと；
　注入された該膜を酸素含有プラズマにさらして、注入された該膜上に酸化物層を形成す
ると共に注入された該膜を大気中の酸素にさらす前に該膜中に該ドーパントをトラップす
るステップと；
を含む、前記方法
【請求項２】
　該ドーパントが、ヒ素、リン、ホウ素、及びこれらの組み合わせからなる群より選ばれ
る、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　該酸素含有プラズマが、酸素ガスから生成される、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　注入する該ステップとさらす該ステップが、同一処理チャンバ内で行われる、請求項３
に記載の方法。
【請求項５】
　該プラズマが、容量結合ソースによって生成され、該プラズマが該容量結合ソースに加
えて誘導結合プラズマソースによって生成される、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　該プラズマが、誘導結合ソースによって生成される、請求項４記載の方法。
【請求項７】
　注入された該膜を該酸素含有プラズマと別に水素含有プラズマにさらすステップを更に
含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　注入された該膜を水素含有プラズマにさらす該ステップが、注入する該ステップ後と酸
素含有プラズマにさらす該ステップ前に行われ、水素含有プラズマにさらす該ステップと
酸素含有プラズマにさらす該ステップが、複数回行われる、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　注入された該膜を水素含有プラズマにさらす該ステップが、注入する該ステップ後と酸
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素含有プラズマにさらす該ステップ後に行われ、水素含有プラズマにさらす該ステップと
酸素含有プラズマにさらす該ステップが、複数回行われる、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　該酸化物層の上にキャッピング層を堆積させるステップであって、該キャッピング層が
、炭素層、シリコン層、酸化シリコン層、窒化シリコン層、炭化シリコン層、有機層、及
びこれらの組み合わせからなる群より選ばれる、前記ステップを更に含み、注入する該ス
テップ後であってさらす該ステップの前に該膜をエッチングするステップであって、余分
なドーパントを除去し、注入された該層をＮＦ３から形成されるプラズマにさらす工程を
含む、前記ステップを更に含む、請求項１に記載の方法。
【請求項１１】
　基板処理方法であって：
　処理チャンバ内の基板上に配置される膜にドーパントを注入するステップと；
　注入された該膜が大気中の酸素にさらされる前に該ドーパントの注入された膜の上にキ
ャッピング層を堆積させるステップであって、該キャッピング層が、炭素層、シリコン層
、酸化シリコン層、窒化シリコン層、炭化シリコン層、有機層、及びこれらの組み合わせ
からなる群より選ばれる、前記ステップと；
を含む、前記方法。
【請求項１２】
　注入する該ステップ後であって堆積させる該ステップ前に該膜をエッチングするステッ
プであって、余分なドーパントを除去し、注入された該層をＮＦ３から形成されるプラズ
マにさらす工程を含む、前記ステップを更に含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　注入する該ステップと堆積させる該ステップが、同一処理チャンバ内で行われる、請求
項１１に記載の方法。
【請求項１４】
　基板処理方法であって：
　処理チャンバ内の基板上に配置される膜にドーパントを注入するステップと；
　注入された該膜を大気中の酸素にさらす前にＮＦ３から形成されるプラズマで、注入さ
れた該膜をエッチングすることにより、余分なドーパントを除去するステップと；
を含む、前記方法。
【請求項１５】
　該エッチングされた膜を酸素含有プラズマにさらして、注入された該膜上に酸化物層を
形成すると共に該膜中に該ドーパントをトラップするステップを更に含み、注入する該ス
テップとさらす該ステップが同一処理チャンバ内で行われる、請求項１４に記載の方法。
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